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(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO RA LỚP PHỦ CHỐNG THẤM NƯỚC VÀ CHỐNG ĐÁNH 
THỦNG ĐIỆN

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp phủ chống thấm nước và chống đánh 
thủng điện. Trong phương pháp này, vật liệu nền được đặt trong buồng phản ứng, buồng 
phản ứng được hút chân không liên tục, và khí trơ hoặc khí nitơ được nạp; hơi monome 
được nạp, hoạt động phóng điện plasma được bắt đầu, và lớp phủ chống thấm nước và 
chống đánh thủng điện được tạo ra trên bề mặt của vật liệu nền, trong đó thành phần của 
hơi monome là hỗn hợp của ít nhất một loại nhựa flocacbon chưa bão hòa đơn chức và ít 
nhất là một dẫn xuất hyđrocacbon chưa bão hòa đa chức, và phần trăm khối lượng của dẫn 
xuất hyđrocacbon chưa bão hòa đa chức trong hơi nước monome là từ 30% đến 50%.
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